
 

 

液体原料を用いた熱 CVD による窒化タングステン膜の成膜 

Deposition of tungsten nitride films by thermal CVD using liquid source material 
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【緒言】窒化タングステン（W2N）は高耐熱、低

抵抗、化学的不活性の特徴を有し、GaAs-MESFET

のゲート電極や Cu 配線の拡散バリア膜として使

用されており、パワーデバイスの電極としても期

待されている [1]。従来、W2N の成膜は反応性ス

パッタリングなどの PVD 法や、タングステン用

原料として WF6、窒化源として NH3、還元剤とし

て H2や SiH4 を用いた熱 CVD 法で行われてきた 

[1, 2]。しかしながら、PVD 法はカバレッジ性に、

NH3や SiH4を用いた熱 CVD 法はガス安全性や高

価な設備投資に課題があった。 

今回、我々は爆発性が無く、かつ安価な分子中に

Si-N 結合を有する液体原料 1,1,1,3,3,3-ヘキサメ

チルジシラザン（HMDS）と WF6 を用いた熱 CVD

による窒化タングステンの成膜を試みた。 

【実験手法】基板との密着性を良くするために

Al2O3 極薄膜を成膜した Si(100)基板と SiC(111)基

板を準備し、成膜条件は、ステージ温度 500℃、

WF6+HMDS+H2 総ガス流量 95 sccm、圧力 100 Pa

とした。成膜時間は目的に応じて 5 – 17 分とした。 

【結果】Fig.1 にアスペクト比 1.5 の SiC トレン

チとアスペクト比 7 の Si トレンチに成膜した膜

の SEM 画像を示す。アスペクト比 1.5 のトレン

チには W2N が間隙なく埋め込まれており、アス

ペクト比 7 のトレンチにも W2N がカバレッジ性

良く成膜されている。また、膜の粒化は見られず、

平滑でかつ緻密であることも確認された。Fig.2

に膜の XRD 測定結果を示す。基板の Si(100)回折

線以外に、W2N の回折線である W2N(111)および

W2N(200)面が認められた。 

【まとめ】今回、Si-N 結合を有する液体原料で

ある HMDS と WF6を用いて、熱 CVD による W2N

の成膜を行った。XRD 測定の結果、W2N のピー

クが認められ、高アスペクト形状への良好なカバ

レッジ性も認められた。 
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(a) aspect ratio 1.5     (b) aspect ratio 7 

Fig.1 Cross section SEM images of W2N films 

deposited on (a) SiC(111) and (b) Si(100) trench. 

 

Fig.2 X-Ray diffraction pattern of W2N film 

deposited on Si(100) substrate. 
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